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Beschreibung 



SubmikiometeibeJch v^«p. ' Je Weiter » de " 

lich von denen des komS„ fll ? erheb - 
Materials unterscheid^S /Jwendun^ *" 
Nanopartikel die in «hri i>„ ™* endung konunen bisher 

technologie nimmt auch St £St M °~ s - 
im Submikrometerbereich zu ^ 10,1 Dlcken 15 

foideriich Lin OroBenordnung. unter 50 nm er- 

geringen AbmessiagS Sf aufJ a « f8 ? nd ihrer 30 

Herstellung von StaSE £teh? d * r H ^ tah »« » 
bernitrat in einen lilSSSSft ' ^ S ° 45 
die Menee der KittZ; * f Wasser S e l«st wind, da^ 

1 ml einer2%^m T^ 8 Na ? umcitrat aufgelost und noch 

bleibenden FlOssigkeit Stea US s^r ^ * ** Ver " 
messcr um 20nJund *£SE t^E S T " Wh - 

sung und der entspnS?™ m P ° t mer SJbemitratlo- 
man 8 cbeN^oS^ac£ ^ 311 Natrti ™«traUa6t 60 

der Nanodrahte zu S^SS^ 
maB dadurch, daB sich die nrlw ■ ■ ^dungsge- 
Feld befinden D^h die PnS^t 'S ^ Hektri ^en 65 
eines Drahtes wte L ^e te "J der '*■» 



sind. Am freien EndeTf N, * ne ' Str ° mau elle kontaktiert 




[0017] Erfindungsgemafi wird dies dadurch eels* h»r ft. 
teilhaFsoS^^ ^ aDOdraht v ™det wird. Vor- 

cs A'SBssKarr - - ■*» 

reich und Austritsbereich u^eW^fA^ " M 8 m «*e- 
einea Plasmons versehen wS ^ ^ Am W 

nodraht 1 aauaXZ! W f? en ^monen im Na- 
hier wieder Photonen dm »hZ lr£ fo *Pflanzen und 

Patentanspriiche 



1. Verfahren zum HersteUen von NannrfrSht^ 

4 Verfahrpn „f?*? scl >webend sind. 

I*» anwacnsen, dietnS^ S£££ 
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messers entspricht. 

5. Verfahren nach bisherigen Anspriichen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB es sich bei der fliissigen Losung um 
eine wassrige Losung handelt. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich in wahrend des Abscheide- 
prozesses eine Molekiileinheit -C00~ befindet. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich in wahrend des Abscheide- 
prozesses eine Molekiileinheit 



HO— C— COO 



to 



h 2 c— cocr 

befindet 15 
8. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich in wahrend des Abscheide- 
prozesses eine Molekiileinheit 



20 



befindet 

9. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 und 3, dadurch 25 
gekennzeichnet, daB sich wahrend des Abscheidepro- 
zesses eine Citratverbindung in der Losung befindet. 

10. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, das die Reaktion unter Zuhilfenahme ei- 
nes Energeieintrages in die Losung erfolgt, 30 

11. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB es sich bei der chemischen Abschei- 
dung um eine Fallungsreaktion handelt. 

12. Verfahren nach vorgenannten Anspriichen, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Drahte an speziellen in 35 
die flussige Losung eingebrachten Keimen wachsen. 

13. Verfahren nach vorgenannten Anspriichen, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Abscheidevorgang un- 
ter mindestens einer Beteiligung des elektrischen Stro- 
mes erfolgt. 40 

14. Vorrichtung mit gegeniiber einem makroskopi- 
schen metallenen Festkorper geanderten spezifischen 
Eigenschaften, dadurch gekennzeichnet, daB es sich 
um einen Drahtartigen freien Korper handelt, mit ei- 
nem Durchmesser von hochstens 50 nm und einer 45 
Lange, die mindestens dem 200 fachen seines Durch- 
messers entspricht. 

15. Vorrichtxing nach Anspruch 13 und 22 und 23, da- 
durch gekennzeichnet, daB der drahtartige Korper au- 
Ber an seinen Enden, auf seiner Oberflache nur eine 50 
Rauhigkeit aufweist, die kleiner ist als der zwanzigste 
Teil seines Durchrnessers. 

16. Verfahren und Vorrichtung nach vorgenannten An- 
spriichen und Anspruch 22 und 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erzeugte Nanodraht aus einem Edel- 55 
metall besteht. 

17. Verfahren und Vorrichtung nach den vorgenannten 
Anspriichen und Anspruch 21, dadurch gekennzeich- 
net, daB der erzeugte Nanodraht rund ist. 

18. Vorrichtung zur Kontaktierung von elektronischen 60 
Bauteilen Strukturen, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kontaktierung durch freie Drahte erfolgt, deren Durch- 
messer hochstens 50 Nanometer betragen. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mit dem Draht leitfahige Strukturen kon- 65 
taktiert werden. 

20. Vorrichtung zur Leitung von elektrischen Ladun- 
gen, dadurch gekennzeichnet, daB hierrur ein freier 



Draht mit einem Durchmesser von hochstens 30 nrn 
verwandt wird. 

21. Verfahren zum Sichtbarmachen und raumlichen 
manipulieren von Drahten im Submikrometerbereich, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Drahte unter einer op- 
tischen VergroBerungseinrichtung beobachtet werden, 
wobei Licht seitlich zu der Beobachtungsachse auf die 
Drahte fallt und dort Streuung verursacht und dieses 
beobachtet wird und die Nanodrahte unter Beobach- 
tung raumlich manipuliert werden. 

22. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Nanodrahte mechanisch manipuleit 
werden. 

23. Vorrichtung zur Leitung von Plasmonen, dadurch 
gekennzeichnet, daB hierfur ein metallischer Draht ver- 
wandt wird, der einen Durchmesser von hochstens 
40 nm aufweist. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Draht frei ist und sich nicht auf einem 
Substrat befindet. 

25. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB hierfur ein metallischer Draht verwandt 
wird, der einen Durchmesser von hochstens 30 nm auf- 
weist. 
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